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新たなパワーデバイス用材料として酸化ガリウム(Ga2O3)が着目されている。Ga2O3には 5 種類

の結晶多形が報告されているが、-gallia構造をもつ-Ga2O3が熱的最安定相にあたり、Ga2O3の研

究では最も広く用いられてきた。さらにサファイア(-Al2O3)と同じ EFG法によりバルク単結晶を

得ることが可能である[1]。しかしながら、-gallia構造をもつ酸化物は極めて少なく混晶化や積層

構造の作製において、固溶率の限界や結晶構造の違いにより良好な界面の作製が困難である等課

題が多い。一方、熱的には準安定相ではあるがコランダム構造を有する-Ga2O3は-In2O3、-Al2O3

をはじめとして同じ結晶構造をもつ酸化物が 7 種類存在し、混晶化や高品質結晶薄膜の作製が可

能である[2]。しかしながら、-Ga2O3のバルク作製のためには-Ga2O3結晶を 4.4万気圧 1000 C

という高温高圧下で相転移させる必要があり、また粉末状のものしか得られなかった[3]。今講演

では、大気圧下での-Ga2O3バルク単結晶の合成に成功したので報告する。 

図 1(a)は[11
_

00]を晶帯軸として-Ga2O3バルクを観察した断面 TEM像である。[112
_

0]方向に沿っ

て積層欠陥が確認されるが、垂直方向である[0001]方向には転位等は確認されない。これまでの報

告ではサファイア基板上に作製した-Ga2O3 薄膜には{112
_

0}を余剰面とする刃状転位が支配的に

発生する事が示されているが[4]、同時に[0001]方向に沿った転位線が確認されており、-Ga2O3バ

ルクの TEM画像とはとは大きく異なる。また、図 1(b)は(a)の電子線回折スポットであり、-Ga2O3

由来のスポットのみが確認された。また、スポット長から算出した格子定数は-Ga2O3のものとよ

く合致しており、大気圧下

での-Ga2O3 バルクの合成

に成功した。 
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Fig.1  Cross-sectional TEM image of -Ga2O3 bulk single crystal 

viewed along [11
_

00] (a) and diffraction spots (b). 
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